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はじめに：多層カーボンナノチューブ(MWCNT)を用いた量子ドットを形成する法として、基板上に散

布した MWCNT に対して金属電極を堆積し集束イオンビーム(FIB)を照射しトンネルバリアを形成

する技術が報告されている［1］。我々は量子ドットによる単電子輸送と機械振動を組み合わせるこ

とで、電子と振動の相互作用による量子ハイブリッドデバイスを創生できると考え、あらかじめ堆

積した金属電極上に MWCNT を配置することで架橋構造を作製し、FIB 照射により MWCNT のチ

ャネル上に 2か所のトンネル障壁を導入した。今回は、低温での電気伝導特性について報告する。 

実験及び結果：200nmの酸化膜を持つシリコン基板上にゲート電極 20nmを堆積し、それを挟むように

ソースドレイン電極を Pd で 200nm堆積しその上に MWCNT を架橋させた。この MWCNT のチャ

ネル上に FIB を用いて Gaイオンを 1.2×1016 ion/cm2、間隔 150nmで 2箇所照射した。試料断面

の模式図を図 1に示す。図 2は 1.5Kにおけるソースドレイン電流のゲート電圧依存性であり、

周期的かつバイアス電圧依存性のないクーロンピークを観測することができた。図 3はソース

ドレイン電圧とゲート電圧にたいする微分コンダクタンスのプロットで青い領域は電流が流

れないクーロンブロッケード領域である。一部のゲート領域ではあるが、周期的なクーロンダ

イアモンドを観測した。これらの結果は、架橋した MWCNT 上に、単電子輸送が行われてい

ることを示している。 
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Fig. 1 Schematic cross-sectional view 

of sample structure 

 

Fig. 2 Source-drain current as a function of gate voltage 

 

Fig. 3 Coulomb diamond at 1.5 K 
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